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はじめに: SiC 基板は化学的に安定である等、表面の機能化によって新たな応用領域の開拓が可能

と考えている。我々は SiC 基板表面の特性とペプチドの自己組織化能力を活かしたマスクパター

ン形成と基板への転写に成功した[1]。しかし過去の研究ではペプチドの凝集によって、大面積の

マスクパターンができなかった。デバイスへの応用と再現性を考えた場合、精緻なマスクパター

ンを広範囲に形成する必要があると考える。しかし、従来のペプチド膜形成では Langmuir-Blodgett 

(LB)法を用いており、水溶液と基板の上下動によって激しい対流が起きていた。この対流によっ

て凝集が発生してしまうため、動的な LB 法は精緻なマスクパターン形成には適さない。そこで、

本研究では準静的な浸漬法を用いてペプチドマスクを形成し、ナノ微細構造形成を試みた。 

 

実験:使用した基板は n 型 4H-SiC (0001)Si 面 on 面 (化学機械研磨 CMP 加工、ND-NA⋍7×1017cm-3)

である。マスク作製には、ペプチド溶液に基板を浸し 14 日間静置することで、ペプチドを基板表

面に堆積させた。そして基板上のペプチド膜をマスクとして低速 Ar イオン(300eV)を照射し、SiC

表面に選択的な結晶欠陥領域を形成した。その後 KOH エッチングを行い、SiC 表面の欠陥量の差

異に起因したエッチング速度の差を利用し、ナノ微細構造を作製した。この表面状態を AFM で観

察した。 

 

結果: Fig.1 は 4H-SiC 基板上のペプチド自己組織化膜、Fig.2 はエッチング後の SiC 表面の AFM

像である。Fig.1 より直線かつ均一な間隔で、SiC 特有のステップ―テラス上にペプチドが配列し

ていることが解る。Fig.2 より加工後にはマスクの形状に起因した数十 nm 間隔の溝構造が形成で

きていることが解る。今後は作製した溝構造での表面構造と電子状態との相関を明らかにする。 

 

Fig.1 AFM image of SAM on SiC (2μm×2μm)  Fig.2 AFM image of SiC after KOH etching (2μm×2μm) 
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